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 [はじめに] 縦型 GaN パワーデバイス実用化に向けては Mg イオン注入（I/I）を用いた p 型領域

の形成が重要であり、Mg注入層における欠陥低減が課題となっている[1,2]。最近、Mg 注入層の

特性改善に、H や Nの共注入が有効であることが報告されている[3, 4]。そこで、本発表では共注

入の電気特性影響評価として、p型エピへ低濃度の Mg 注入と H, N の共注入を行い、p型ショッ

トキー容量評価[5]を行った結果を報告する。 

[実験方法] +c面 n-GaN自立基板上にMOCVDにて成長したMgドープ p-GaNエピ層 4 m（[Mg] ~ 

1.1×1017 cm-3）に対し、500 nm深さまで 1×1016 cm-3のMgと 1×1018 cm-3の H、あるいは 3×1016 

cm-3の N を BOX プロファイル条件にて添加するイオン注入を行った。1300℃で活性化熱処理を

行った後、小面積と大面積の Al 電極を注入層上に形成し、小面積電極と大面積電極間において

C-V 測定を実施した。 

[結果] 図１に注入を行わない p-GaN エピ、p-GaN エピへの

Mg I/Iのみ、Mg + H I/I、および Mg + N I/Iの場合で得られた

C-V 特性を示す。小電極側への正バイアス印加により p 型

C-V 特性が得られるが、注入を行ったサンプルでは電圧の掃

引に対しヒステリシスが生じている。これは、電圧掃引中に

注入層のホールトラップから電荷が放出される影響と考え

られる。H 共注入では容量が低下しつつヒステリシスが増加

した。一方、N 共注入では容量が増加しかつヒステリシス幅

も低減しており、トラップ低減に寄与したと期待される。当

日は濃度影響や欠陥評価も併せて議論する。 
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  Fig.1. C-V characteristics of Mg and 

H or N implanted p-GaN layers. 
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